Tranzistor jako dvojbran

u, = hyi; + hju,

i, = hyi; + hyu,

h,, — vst. odpor pfi vyst. nakratko
h,, — vyst. vodivost pi1 vst. naprazdno

h,, —zp. U zesil. Cinitel pfi vst. naprazdno
h,, - I zesilovaci Cinitel pfi vyst. nakratko

a) spoleény emitor
Upe = hitelp + hizelice
ic = hagelp + hpzellce

b) spole¢na baze
Uep = hypple + hipuep
11 = haple + haapucp
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h,, =-*  piiu,=0=—=pfi U, = konst.

c) spolecny kolektor
Upe = hygedp + hyzcllee

ipe = ha1cdp + hazcuec
hyy iy




Charakteristika tranzistoru v zapojeni SE
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Kmitocétova zavislost

v je proudovy zesilovact éinitel v zapojeni SB
3 je proudovy zesilovact éinitel v zapojeni SE

1
fa je kmitocet, pri némz klesl o 2 nezivislé hodnoty prave na t‘l—E
/

fi je kmitocet, pii némz klesl 3 z nezavislé hodnoty prave na §—
: . B
Yo

frje kmitocet, pri némz klesl 3 pravé na hodnotu 1



Pracovni bod tranzistorového zesilovace

% Omezujici parametry tranzistoru:
AAY AN AN AN . , , v,
R A — maximalni napéti U,

1
D RN . I4 ’
[“]m R B — maximalni proud /-
1 C — maximalni vykonova ztrata P, .
150 -

/,:w Ppomax = Ucg * I¢

AT =Tp —T, = Ry - P,

INN 7 = max. povolena teplota tranzistoru
T,, = teplota okoli

R, = tepelny odpor tranzistoru

P, = ztratovy vykon v prac. bodé
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Nastaveni pracovniho bodu
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Nastaveni pracovniho bodu




Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru
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Teplotni zavislost pracovniho bodu

Ucinnost stabilizace je ur€ena pomoci Cinitelu stabilizace
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Teplotni kompenzace
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Urpz = Ugg + Upg = Rg + Ig + Upg
jelikoZ Ugp, = konst., plati

Urp2 = Ugg1 + Ugrg1 = Upgy — AUgg + Uggy + AUgg = Uggz + Ugg»



Teplotni kompenzace — zapojeni SE
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Stabilizace pracovniho bodu pomoci zaporné

zpétné vazby z kolektoru

o T— —

Rg1 = Rp11 + Rp1>

Urp1 _ Ucg — Upg
14 Ig, + Ip
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Kompenzac¢ni metody stabilizace




Unipolarni tranzistory

a) MOSFET indukovany kanal b))  MOSFET vodivy kanél c) JFET
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Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru
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Nastaveni pracovniho bodu
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Ruzné zpusoby nastaveni pracovniho bodu
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Z.apojeni zesilovace (SS)
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